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Схема принципиальная электрическая
 модуля памяти SIMM 30 pin 256кб

Модуль памяти SIMM 30 емкостью 256 кБ.
Схема перерисована по печатной плате реального модуля памяти.
Имена цепей выбраны исключительно для удобства восприятия.
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Контакт Цепь



Позиц. Обозначение. Наименование

Микросхемы

DD1, DD2 KM44C256AP-10

KM41C256P-10DD3

Конденсаторы

Designed by Mick

C1...C3 C410C154K5N5TAAUT0
( 0,15 мкФ )

Примечание:

При работе модуля памяти без бита четности, в этом случае 
микросхема DD3 и конденсатор C3 не запаиваются.
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